2. tiha vaja iz VISOKOFREKVENCNE TEHNIKE - 6.11.2015

1. pPasivno dvovhodno vezje (Cetveropol) opisuje naslednja lastnost matrike Stirih
parametrov Sij: Sii, Sz, Sz in Sz, ki jih Tlahko izmerimo z mikrovalovnim analizatorjem
vezij na izbrani frekvenci f:

(A) S11=0 1in S;=0 (B) |si=1<1 (O S21=0 in S1,=0 (D) [si=1=1

2. Kaskado dveh mMOS poljskih tranzistorjev z vgrajenim kanalom N (MOS tetrodo)
uporabimo za regulacijo ojacanja (AGC) v sprejemniku. Nizko popacenje signala pri
znizevanju ojacanja dosezemo takrat, ko je (sta) prescipnjen(a) kanala(a):

(A) samo prvi MOSFET (B) oba MOSFETa (C©) samo drugi MOSFET (D) noben kanal

3. Frekvencno pasovno-prepustno sito je pasivno elektricno vezje, ki ga opisuje
simetricen Si=S; in reciprocCen S;=Si; Cetveropol. Ce so izgube v gradnikih sita
razmeroma majhne, za parametre Si; Cetveropola v zapornem pasu sita velja:

(A) Sxn=S1=0 (B) S11=S:=0 (@O [Ssal=lSnl=1 (D) Sx=S2

4. prilagojen izhod Rg=2¢=50Q ojaCevalnika sklopimo preko kondenzatorja na prilagojeno
breme Rb=z=50Q, da izlo¢imo enosmerno komponento. Pri kateri vrednosti C=? vnhasa
zaporedni kondenzator dodatno slabljenje aw=2010g|S::1|=-3dB pri frekvenci f=10MHz?

(A) 1pF (B) 159nF (O 1nF (D) 159pF
5. Delovno tocko ojacevalnika z LDMOS tranzistorjem z induciranim kanalom N nastavimo s

primerno enosmerno prednapetostjo na vratih Us=7 Katera napetost je v grobem primerna
(glede na odstopanja pragovne napetosti tranzistorja) za delovno tocko v razredu A?

(A) UGS=+3 . 2V (B) UGS=_17 . 7V (C) UG5=_0 . 2V (A) UG5=+44 . OV

6. Kateri_od navedenih gradnikov bo pri krmiljenju s sinusno napetostjo tvoril
najmocnejsSe harmonske frekvence fy=N.f visokih redov N>107?

(A) schottky (B) step-recovery (©) dual-gate (D) varikap
dioda dioda MOSFET dioda

7. Radijski sprejemnik vsebuje verigo ojacCevalnih stopenj in pasovnih sit s skupnim
ojacanjem G=80dB, Sumnim Stevilom F=3dB in pasovno Sirino B=1MHz. Koliksna je moC Suma
Pvizn=7 na izhodu sprejemnika, ko je vhod zakljucCen na prilagojeno breme na T,=290K?

(A) -91dBm (B) -114dBm (C) -34dBm (D) -31dBm
8. sprejemnik s Sumnim Stevilom F=1dB zal obcasno sprejema motnje. Motnje izlocimo z

dodatnim pasovnim sitom med anteno (T.=50K) in sprejemnikom. Sito vnasa slabljenje a=-
0.7dB na sobni temperaturi T,=290K. Za koliko dB sito poslabsSa razmerje S/N na izhodu?

(A) -0.7dB (B) -3.3dB () -1.8dB (D) -0.33dB

9. Pri mocnostnih MOS poljskih tranzistorjih iz silicija obeh polaritet (kanal N ali
kanal P) je podlaga (substrat) B (Bulk ali Base) obicajno vezana na naslednji nacin:

(A) B 1in ponor D (B) B _ima neodvisen (C) B in izvor s (D) B in vrata G
vezana skupaj prikljucek vezana skupaj vezana skupaj

10. VvV polprevodniskih gradnikih (diodah in tranzistorjih razlic¢nih izvedb) proizvaja
najvecji elektricni Sum naslednji fizikalni pojav:

(A) tunelski (B) plazovni (©) manjsSinski (D) segrevanje
pojav preboj nosilci gradnika

11. KolikSen faktor Y [dB] (razmerje moci vroce/hladno) dobimo pri merjencu s Sumnim
Stevilom F=5dB in zadosti visokim ojacanjem G, da prekrije Sum naslednjih stopenj
(merilnega sprejemnika). Uporabljamo polprevodniSko Sumno glavo z ENR=15dB.

(A) 5.0dB (B) 6.8dB (C) 15.0dB (D) 10.3dB

12. Rezultat meritve Sumne temperature merjenca opleta zaradi meritve nakljucnih
signalov. Kolikokrat moramo povecati cas meritve (povecati faktor povprecenja), da se
opletanje rezultata zmanjsa za faktor 10-krat?

(A) 100-krat (B) 1000-krat (©) 10-krat (D) +I0-krat

Priimek in ime: Elektronski naslov:



